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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月23日(2011.6.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコンインゴットを形成する際に抵抗率を制御する方法であって、
　シリコン原料を調製して溶融させてシリコン融液を形成するステップであり、前記シリ
コン原料がｐ型優勢の半導体を含むステップと、
　前記シリコン原料中のホウ素およびリンの濃度を評価するステップと、
　前記シリコン原料に、アルミニウムまたはガリウムを所定量添加するステップであり、
前記ホウ素及びリンの濃度が前記アルミニウム又はガリウムの所定量により決定されてい
るステップと、
　前記シリコン原料および前記アルミニウムまたはガリウムを溶融させて、前記アルミニ
ウムまたはガリウムを含有するシリコン融液を形成するステップと、
　シリコンインゴットを形成するために前記シリコン融液の一方向凝固を実行して、前記
シリコンインゴットがｎ型とならないように遷移を抑制し、前記ホウ素及びリンの偏析係
数の違いの効果を低減させるガリウムの効力によって、単結晶まで約９５％となる工程内
において前記シリコンインゴットの抵抗を維持するステップとを含む、方法。
【請求項２】
　前記シリコン原料が、約０．１５Ωｃｍ～５．０Ωｃｍの範囲の初期抵抗率を有する改
質された金属級シリコンを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記シリコン原料中のホウ素およびリンの濃度を評価する前記ステップが、補償され改
質された金属級シリコン基準試料の軸方向抵抗率を決定することに由来する、請求項１に
記載の方法。
【請求項４】
　前記シリコン原料が、約０．５Ωｃｍより大きい抵抗率を有する、請求項１に記載の方
法。
【請求項５】
　前記シリコン原料が、約０．１５Ωｃｍ～０．５Ωｃｍの範囲の抵抗率を有する、請求
項１に記載の方法。
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【請求項６】
　前記シリコン原料に添加する前記ステップが、初期抵抗率が約０．１５Ωｃｍ～０．５
Ωｃｍの範囲の場合に、前記シリコン原料に所定量のアルミニウムを添加するステップを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記シリコン原料に添加する前記ステップが、初期抵抗率が約０．４Ωｃｍ未満の場合
に、前記シリコン原料に所定量のアルミニウムおよび所定量のリンを添加するステップを
さらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記抵抗率が約０．１５Ωｃｍ～０．５Ωｃｍの範囲の場合に、前記シリコン原料にア
ルミニウムおよびリンの組み合わせを場合によっては添加するステップをさらに含む、請
求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記シリコン原料に添加する前記ステップが、補償され改質された金属級シリコン原料
に所定量のガリウムを添加するステップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記シリコン原料に添加する前記ステップが、初期抵抗率が約０．１５Ωｃｍ～０．５
Ωｃｍの範囲の場合に、前記シリコン原料に所定量のガリウムを添加するステップをさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　前記シリコン原料に添加する前記ステップが、初期抵抗率が約０．４Ωｃｍ未満の場合
に、前記シリコン原料に所定量のガリウムおよび所定量のリンを添加するステップをさら
に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　前記抵抗率が約０．１５Ωｃｍ～０．５Ωｃｍの範囲の場合に、前記シリコン原料にガ
リウムおよびリンの組み合わせを場合によっては添加するステップをさらに含む、請求項
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記シリコン原料に添加する前記ステップが、前記シリコン原料に所定量のアルミニウ
ムと所定量のガリウムとの混合物を添加するステップをさらに含む、請求項１に記載の方
法。
【請求項１４】
　前記シリコン融液の一方向凝固を実行する前記ステップが、前記シリコンインゴット全
体に亘って実質的に均一なｐ型ドーピング分布を有するシリコンインゴットを生成するス
テップをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１５】
　前記シリコン融液の一方向凝固を実行する前記ステップが、実質的に１００％ｐ型の材
料を含むシリコンインゴットを生成し、前記シリコンインゴットの約９５％が０．５３Ω
ｃｍ～０．７６Ωｃｍの範囲の抵抗率を有するステップをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記シリコン融液の一方向凝固を実行する前記ステップが、実質的に１００％ｐ型の材
料を含むシリコンインゴットを生成し、前記シリコンインゴットの約９５％が０．４３Ω
ｃｍ～０．９８Ωｃｍの範囲の抵抗率を有するステップをさらに含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項１７】
　請求項１～１６のいずれか１項に記載の方法で形成されたシリコンインゴット。
【請求項１８】
　粒の大きい多結晶半導体インゴットを形成する方法およびシステムであって、
　シリコン原料を収容し、且つ、前記シリコン原料を調製して溶融させてシリコン融液を
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形成するるつぼであり、前記シリコン原料がｐ型優勢の半導体を含んでいる、るつぼと、
　前記シリコン原料中のホウ素およびリンの濃度を評価する評価機構と、
　前記シリコン原料にアルミニウムまたはガリウムを所定量添加する元素添加機構であり
、アルミニウムまたはガリウムの前記所定量が評価されたホウ素およびリン濃度に関連す
る、元素添加機構と、
　前記シリコン原料の抵抗率が約０．４Ωｍ以下である場合に前記シリコン原料に燐を添
加する元素添加機構と、
　前記シリコン原料およびアルミニウムまたはガリウムを溶融させて、アルミニウムまた
はガリウムを含んだシリコン融液を形成する加熱機構と、
　前記シリコン融液の一方向凝固を実行するシリコン凝固機構とを含む、粒の大きい多結
晶半導体インゴットを形成する方法システム。
【請求項１９】
　前記評価機構が、シリコン基準試料の軸方向抵抗率を決定する手段を含む、請求項１７
に記載のシステム。
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